
LTEC Corporation 
Your most experienced partner in 
IP protection

株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385  e-mail: contact@ltec.biz 
664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目４２－８ HP: https://www.ltec-biz.com/

本製品の特徴

・AEC(Automotive Electronics Council)認定の1200V SiC-MOSFET

・Vdss=1200V、Id=36A、 オン抵抗はRON =60mΩと低く、そのオン抵抗を

実現する為に、非対称トレンチゲートトランジスタ セルが使用されています。

また、Intrinsic RONxAは、CREE/WolfspeedやDENSOに比べて、

約20%～30%低くなっています。

※CREE/Wolfspeed、DENSOのSiC MOSFETのレポートも当社で販売しております。

レポート内容

1. 構造解析レポート 50万円(税別)

SiC-MOSFETのチップ平面、断面解析(セル部、外周部)の詳細構造、サイズ、材料が

レポート内容に含まれています。

チップ周辺端部(エッジ)電解緩和にはガードリングが埋め込まれたJTEを使用。

2. プロセス解析レポート 60万円(税別)

・SiC-MOSFETの製造プロセスの推定

・N-Epi層(ドリフト層)のドーピング濃度の抽出

・ブレークダウン電圧の測定およびオン抵抗の解析

・RONの成分の評価とモデリングにより、チャネル抵抗とその他の抵抗との比較
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表 SiC-MOSFETの特性比較

SiCウエハー
◆ AMフォト・エッチ

◆ JTE1 フォト

JTE1 I/I

プロセスフロー

オフ状態のIdss-Vds特性 深さ方向のキャリア濃度プロファイル


